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【はじめに】近年、素子の微細化に伴うデバイスの性能向上に限界が見え始め、Si に替わる材料

として二次元物質が注目されている。二次元物質は原子レベルの薄膜化が容易であり、原子層の

厚みでありながら優れた物性値を有する。二次元物質の中でも二硫化モリブデン(MoS2)は、単層

で 1.8 eVのバンドギャップをもち、チャネルとして用いた FET構造は室温で 10
8以上の電流 on/off

比が報告されている[1]。これまでに我々は強誘電体を用いたバックゲート型MoS2-FET構造に関す

る報告を行ってきた[2]。 

MoS2は非常に繊細な材料であり、表面吸着物によって容易に特性が劣化する。そのためチャネ

ル部が外気に触れないトップゲート構造が求められる。本研究ではゲート絶縁膜に有機強誘電体

ポリフッ化ビニリデン/三フッ化エチレン(VDF/TrFE)共重合体[3]を選択し、MoS2をチャネルとした

トップゲート型 FETの作製と評価を行った。 

【実験方法】Si基板に熱酸化法によって 240 nmの SiO2膜を形成、剝離転写法によってMoS2を転

写した。その後、フォトリソグラフィによりパターニングし、Pulsed Laser Deposition(PLD)法を用

いてドレイン・ソース電極を形成した。ドレイン・ソース電極作製後、レジスト残渣除去のため

H2アニールを行った。続いて、膜厚 150 nmの VDF/TrFEをスピンコート法によって堆積した。最

後に、PLD法を用いて Ptをゲート電極として堆積させた。電気特性評価には強誘電体評価システ

ム FCE-3および半導体パラメータアナライザ HP4156を用い、室温・暗状態で測定を行った。 

【結果と考察】Fig.1 にゲート電圧を変化させた際の IDS-VDS特性を示す。VG の増加に伴い IDSは

増加し、典型的な nチャネル FETの特性を示した。Fig.2に IDS-VG特性を示す。IDS-VG曲線は反時

計回りのヒステリシスループを確認した。これは VDF/TrFE ゲートの強誘電性に起因していると

考えられる。VDS = 3 V において、VG = -20 V 印加時のオフ電流,IDS = 0.7 nA、VG = +20 V 印加時の

オン電流,IDS = 88 μA となり、10
5の電流 on/off 比が得られた。 
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Fig.1 IDS-VDS curves of MoS2-FET with 

VDF/TrFE top gate 

Fig.2 IDS-VG curves of MoS2-FET with 

VDF/TrFE top gate 
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